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Lste invento se refiere a un disposivivo semicon
ducoor gue tiene un cuerpo semiconductor cublerto en una
superficie, al menos parcialmente, con una capa aislante,
comprendiendo dicho cuerpo al menos wn btrensistor de ofec-~
o de campo que tiene una regidn de sustrato de un tipo de
conductividad contigua a cicha superficie y que perianece
al eclecitrodo de puerbta, y provista de un conductor de co-
nexidn, y una primera zona superficial del tipo de conduc-
tividad opuesto dentro de dicha regién de sustrato, eston-
do situados al menos dos conductores de forma de tira sug-
tancialmente paralelos sobre dicha superficie, cuyos con-
ductores pertenecen a los elecltrodos de enirada y de éali-
de. y estén concctados, al menos localizadamente, a dicha
primera zona superficial, una segunda zona superficial de
forma de tira de dicho primer tipo de conductividad que es
&  sibuada entre dichos conductores susbanciolmente pora-
lela 2z dichos conductores y que perbenece al electrodo de
pucerta, exbendiléndose los extremos de dicha segunda zona
supcrficial hasta mds alld de la primera zona superficisl
v wniéndose alll a la regidn de sustrato, formande la paxr
te de la primera zona superficial que estd situada eantbre
la sepunda zona superficial y la regidn de sustrato, una
regidn de canal del transistor de efecto de campo.

Pon conocidos dispositivos semiconductores que
tienen un trensistor de efecto de campo del tipo descrito,
¥ pueden scr usados ventajosamente en circuitos inbegrados

monoliticos plunos. En este caso loe electrodos de enbtrada

4

7 de salida estin provistos sobre una superficie del cucnk
po gsemiconductor (el cual bticne wsuelmente la forma de u-

na pleca), mientras ¢ue el clectrodo de pucrta pucde cg-
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tar concctado por medio de un conductor de conexidn, pro-
visto ya sea en la citada superficie o yo en otra pewlbe so-
bre la repidn de sustrato. Polarizando en senbido inverso
la unibén p-n entre el eleoctrodo de pucrbta y ln citada pri-
mera zona superiicial del tipo de conductivided opucsto,

la regidn de canal puede ser cerrada totalmente o en pav-
te para transporie de cargas.

Las estructuras de transistor en cuestién se u-.
san, en particular, para transistores de alba pobtencis. Ue
persigue hucer la seccibn total de la ropibn de canal tan
grande como sea posible, haciendo pars ello la regibn ¢ las
regiones de electrodo de puerta de forma de tira de unz lon
gitud relativamente grande. El rogsultodo de esto, sin en-
bargo, es que la resistencia en serie entre el conductor de

conexibn del electrodo de puerta provisto en la regibn de

-

sustrato y aguellas regiones de una zona de electrodo de
pucrba de tipo de vira cue estdn situadas a une distancia
reletivemente grande desde la conexidn entre la zona de fox
ma de vira y la resibn de sustrato, e hoce excesivamente
grande y, en cooperacidn con la capacidod del clectrodo de
pucrta, influye perjudicialmente sobre la velocidad de con-
mutacidn de toles transistores de efccto de campo. Ademés,
en cl caso de elevados valores de la citada resistencia en
serie, pucdue producirse una influencia desigual de la re-
gién de canal por plrdidas de tensibn, cuc ze producen co-
no resultado de corvienbtes de fuga sobre la zona de elec-
trodo de pucrta de forma de tira.

El objeto del invenbto es, entre obros, proporcio-
nar una estructura mejorada de un dispositivo que btiene un

trancistor de cfecto de campo del tipo descrilo, en el cual

370405



i

RV

20

se eviton log citados inconvenientes, o al menos se redu-
ccn considerablementie.

El invento estd basado en el reconocimiento, en-
tre otros, del hecho de cue, conectando la 2Zona o zonas de
clectrodo de puertas de forma de vira, ademfs de por sus

xtremos, también en otros lugeres, a la repidn de sustra

0, a través de zonns de conexidn en el cuerpo semiconduc—
tor, puede hocerge un uso mAs uniforma de las civadas zoe
nas de electrodo de puerta y puede congeguirse una veloci-
dod de conmmubtacidn notablemente mis alta. Dichas mediduas
pueden adopturse de tal modo gue no sean neces&riasAoper‘
ciones adicionales de fabricucibn.

Un dispositivo semiconductor que tiene un tron-
gistor de efecto de campo del Lipo mencionado en el preém—
bulo estl coracterizado, por consiguiente, de acuerdo con
el invento, porgue la segunda zona superiicial, la zona
de electrodo de puerba de forma de tira, estd también co-
nectada, entre sus exbremos, o la regidn de sustrato a
través de o1 menos una zona de conexidn de dicho primcr
tipo de conductividad.

Debido al gran nlmero de puntos de conexidn entre
vno sona de electrodo de puerta de forma de tira y la re-
glon de susitrato, en el dispositivo de acuerdo con el in-
vento, la resistencia en serie entre los tirvas de electro
do «e puerbta y el conwuctor de conexidn de puerta es con-

slderablomente disminuida, como resultado de lo cucl se

. N

obbicne uni velocidad de conmutocidn mls alta. En compa-
vacidn con lus eitndus estructuras conocidas, ol tronsis-
tor de eiucbo ve campo de acucido con el invento vre.onta
aden®s una neyor ganancia, entre oUras cousos como resul-

e

tado de unn influencia més uniforme de las sonss e clec—
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trodo de puerta de forma de btira en las diversus rogloncs
de canal. Tes zonas de conexidn pueden ser provistus de
divcfsas nmaneras, por cjemplo, en forma de sonags supoerfi-
ciales de dicho primer tipo de conductividod gue estin cm
potradas en la primera zona supcrficial del tipo de con-
ductividad opuesto y contiguas a la regidn de sustrato mis
alld de dicha primera zona superficial. No obsiante, éé;
provee ventajosamente una conexidn enire la btira de oléé—
trodo de puerta y la regidn de sustrato, por zonas de co-
nexién en una direccidn sustanciclmente perpendicular a
la citada primcra superficie. Como resulbtado de eslo se lo
gra que las rcyiones de electrodo de pusita situados en o-
posicidn (regidén de susirato y tira de elecbhbrodo de pucr-
ta) estén siempre a potenciales sustancialmente i uslces.

Las zonas de conexidn pueden tener forma dz co=-
lumnas o de cilindros. Por consiguicntec, de acuerdo con cl
invento, una realizocién preferida imporbtante estd carac-
terizada porgue una o més de las zonas de conexidn estin
completaomente rodeadas por la primera zona superficial dol
tipo de conductividad opuesto. e wcucvido con obtra recali-
zocién prefurida muy importante, una o mis de las zonws de
conexidn consigten en zonas de forma de bira conviguas a
dicha primcra superficie, la dimensidén longitudinal de las
cuales se exbtiende en esencia perpondicularmente a la de
las zonas de electrodo de puerta de forma de tira, divien
do dichas zonas de forma de tira a la primera zona super-
ficial del tipo de conductividad opucsto en zonas parcia-
les, hacicndo contacto los elecctrodos de entroda y de sa-
lida con todes les zonas perciales.

Aunque cl invenbo puede ser usado venvajosamen—

te en todos los transistores de efecto de campo del tipo

-5~ 3?2!}9«»«
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descrito, el invento es particularmente ventajoso, como ya
se ks kecho notox, on los transistores de efecto de campo
de alto potencia, en los cuales los electrodos de enbrada
y de salida consistien en dos elecirodos gue forman un sis-—
tema interdigital. .

Cuondo la primera zona superficial del tipo de
conductividad opuesto es una zona difundida en un sustia-
to de dicho un tipo de conductividad, la zona de conexidn
estd Fformada ventajosamenbte por una porcidn de dicho sue-~
trato que se exticnde a través de un rebajo en la primera
resibn superficial, hasta la zona de elechrodo Ge pucria
de forma de tirae. La ventajs de eslo es que para la fabri-
cacién de la zonma de conexidn no es neceseria operacibn al
cune adicional de fabricacibén, ya que la zona o zonas de
conezidn pucden scr formadas al proveer la primera zona su
perficial del tipo de conductividaed opuesto, proveyendo di
che zonua superficial con log neces.rios rebajos por medio
de log béenicas de enmascaramiento fobolitogrifico normal-
nente usadas.

Puesto gue log regiones de empobrecimicnio on la
primera zona superficial del tipo de conductivided opues-
%0, la cual detormina la seccidn transversal del cenal, de
ben tener un grueso ragzonable pura btensiones de electrodo
de puerba gue no sean demasiado albtas, pora asi oblbence un
funcionamicnto satisfactorio del dispositivo, la citada zo
na puperficial no deberd ser impurificada muy intensamente.
Con objeto de obltency un buen contacto de dicho maturisl
de recigtencia ohmica relotivoamente alta, de acucwdo con
un.. wealizicidn preferida, los conductores que perbenceon
a loz electwodos de entrada y de salida compronden, pow

" 372405
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tanto, una zona supeirficial con gran adicidn de impurcsas
de; 5ipo Ge conductividad opuesto, al menos cn los puntos
de contuzciio con la primera zona supcriicial.

Con objeto de ¢ue el invento pueda sev fécilmqg
te llcovado a la prfctica, se describirin a continuacibn ol
gpunos ejemplos, con mayor deballe, con referencia a los di
bujos cue se acompaiin, en los cuales:

La TMg. 1 oo una vista en planta escuendtica de
un dispositivo de acucrdo con el inventbo;

La Fig. 2 es una vista en corte transversal,
esquemdtica, tomada por la linea IT-IT de 1o Tig. 1;

La Tig. 3 es una vista en cortve lransversal, cs—
cuemftica tomada por la linea ITI-IIT de la Mg. 1

La Pig. 4 es una vista en corbe transversal, es-
gquemibica, vomada por la linca IV-IV de la Fig. 1;

Las Figs. 5 y © son visbes en corte transversal,
esquemdticas, del dispositivo ilustrado on las Figs. 1 a
4, en diversas etapas de fabricocidn.

La TMig. 7 es una vista en corte transversal, es
quemdtica, anfloga a la de la Fig. 3, del dispositivo i-
lustrado on lag Figs. 1 a 4, pero fubricado por un mitodo
diferentes

La TFig. & es una vista en planta, escuemitica,
de otro dispositivo de acucrdo con el invento;

Ta Fige 9 es una vista en corte transversal, es—
quemitica, vomada por la linea IX-IX de la Fig. 8;

La F'ig. 10 es una vista en corte Gransversal,
scquemitica, tomada por la lineca X-X de la I'ig. 8;
La Fig. 11 es una vista en corte vransversal,

esquemitica, tomada por la linca II-XT de la Tig. 8;

- 372405



Ui

10

15

20

\

La I'ig. 12 es una vista en corte transversal,
cequemdtics, tomads por la linea XIT-XII de la Tig. 8.

TLas figuras son esquemfticas y no se han dibu-
jado a escala, y en ellas se han exagerado 1és dimensio=
nes, para mayor claridad, especialmente en el sentido de
de sus gruesos. Los componentes que se corresponden en las
diversas figuras se han designado en todas ellas por los
nismos nfmeros de referencia. Los perimetros de las capas
metélicas provistas sobre la superficie se han ilustrado
en lineas de trazos en las vistas en planta.

La Fig. 1 es una vista en planta., y las Tigs.

2 a 4 son vistas en corte transversal, de un dispositivo
de acuerdo con el invento. El dispositive comprende un
cuerpo cemiconductor consistente en una placa de silicio
1 que tiene un grueso de 120 micras, que esti cubierto en
una superficie 2 con una capa 3 de 8xido de silicio de
0,5 micras de grueso (véanse las Figs. 2 a 4).

En dicha placa de silicio se ha provisto un tran
sistor de efecto de campo, cuyo transistor, si se desea
Jjuntamente con uno o mis elementos semiconductores distin
tos provistos en la placa de silicié, puede formar un cir
cuito integrado monolitico. En el dibujo se ilustra sola-
mente la parte de la placa de silicio en la cual se ha
provisto el transistor de efecto de campo.

Tl trancistor de efccto de campo compyende una
re;;idn de sustrato (4,44) (véase la Fig. 2) del tipo p,
contisua a la superficie 2 gue pertenece a2l electiodo de
puerta y gue comprende un conductor de conexidn en forma
de una capa metdlica 5 que establece conbocto de baja re-

sistencia ohmica con la repibn de sustrato. La repidn de

s 372405
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sustrato consiste en una repidn 4 de tipo p homogdneamen-
he impurificada que ticne una resistencia de 0,1 ohmios-
ecm y una capa 4A de tipo p difundida, mis impurificada,
que estd contigua a la supcrsicic 2.

Dentro de la regibén de sustrato (4, 4A) se ha
provisto una primera zona superficial & del tipo n (véon~-
se las Figs. 1, 3, 4), de 5 micras de grueso, y de una re-
sistividuad de 1,5 ohmios- cm. Ademés, se han provisto so-
bre lo superficie 2 una serie de viras de aluminio 7 cuc
se cexbienden cn csencia paralelomente entre si y wue por-
tenecen al clectrodo de entrada, y una serie de tiras de
aluminio 8 que pertenecen al electrodo de salida y que es
tén concctades entre sf por leos tiras de aluminio 9 y 10
para formar 2 electrodos interdigitales (7,9) y (8,10).
Los electrodos de entrada y de solida (véase la Fig., 1)
estén concctados a la zona 6 por ventanillas 11 en la ca-
pa de 6xido 3. A fin de obiencr un contacto de baja resis
tencia ohmica entre las tiras de aluminio y las zones 6
4

(véanse las Figs. % y &), se han provisto zonus 12 de
po n difundidaos muy impurificadas.

Intre cada par de tirag de aluminio 7 y & hey
provista una segunda zona superficial 1% difundida de foy
me de tira de conductividad del tipo p,y de 5 micras de
anchura, de una profundidad de penetracién de % micras,
que se extiende pusbancialmente paralela a diches tiras
de aluminio y que, al igual que la regidn de custrato,
perlenece al electrodo de pucrta, exbtendidéndose loz cx-
tremos 14 y 15 de esa zona superficial (vefnse las IFigs.
1 y 2) hasta mis alld de la zona 6 y uniendose en ella a

"

la parte 4A de la regibn de sustrato. Las porbcs 16 de

9= 379405



10

20

Mo
i

N
O

212-12m59

de la zona O (véanse las Pigs. 2, 4) situadas enbtre las
biras 13 asl elecvrcdo de puerta y la perte 4 de la repidn
de susitrato, forman regiones de canal del transistor de e-
fecto de campo.

De acucrdo con el invento (véanse las Figs. 1,

¥ 5), cada zona 13 de electrodo de puerta de forms de ti

o

-
3

a estd conoctiada, ademis de a log extremos 14 y 15, tan-
bidn entre dichos extremos a la regidn de sustrato (4, .4A)
a través de las zonas 17 de conexidn de tipo p difundidas.
En este cjemplo, alchas zonas 17 tienen forma de rebajos
a modo de columna en la zona 6, que estén totalmente o=
deados por la zona G. La totalidzd del transisbor de efec-
to de campo ocupa un Arca de aproximadamente 500 x 500 mi-
cras,

Como se ha ilustrado esquemibicamente en la Tig.
L, en estudo de funcionamicnto hay aplicado una tensidn
Vo entre el electrodo de entrada (7, 9) vy el electroco
de selida (8, 10), mientras que entre el electrodo de puen
ta (1%, &4) y el electrodo de éntrada (7, 9) hay aplicada

o tensidn de corte Vo @ través del conbtacto 5. Veriando

la tensibn de bloqueo V,, puede viriarse la corciente deg
de el clectrodo de entrada al clectrodo de salida, lu cual
ha de pasur a la wegibn de conal 16, como resultado de la
variacidn en el prueso de lag weplones de empobrecimiento
ue se produce en la repién 1u en los uniones p-n con las
pesiones -y 1l de electrodo de puertba.

ruesto cue las zonas 15 de electroco de puesrta
hacen conbtacto con la rezidn de sustrato (4, #A) no sola-
mente en log cxtremos 14 y 15, sino teambién entwe dichos

extremos, a través de la zona de conexidn 17 en diversas

-w- JT2L0F
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posiciones, la resistencia en serie ontie ¢l contacto 5 y
cvralvuiar puric de la zona 13 es considerablemente dismi-
nuida con rcspecto a la de lag estructurss conocides, en
las cuales no existen las zonas 17.

Fl dispositivo descrito puede ser fabricado co-
nmo sigue:El material de partida es una placa de silicio
del tipo p de 25 mm de difmetro, 290 micras de grueso,.y
0,1 ohmios-cm de resistividad, una superficie de la cual
s¢ prepara por pulido y abaque quimico, de la mancra usual,
Sobre coba placa pueden ser fabricados gran nfmero de tran-
slstores de efecto de campo simultineamente, o tanbiln un
cicrto nfmeoro de civcuitos integrados plonos monolivicos s
que cada uno compronde uno o mfis de tales transisbores de
efecto de campo, cuyos transistores o circuitos son luzed
sepavados del modo usual serrando o rompiendo. La fabrica-
cibn ce deseribird aqui con welerencia a solamente un tron-
sistor de cfecto de campo, siendo aplicadas simultineamen-
te lus operaciones descritas a todos los dispositivos a
ser fobricados sobre la placa. In las Figs. 5 y G se ilﬁs—
tra la fabricscidn con referencia a la seccidn tronsversal
gue en el transistor finalmentc obbenido correspondc a la
ilustrada en la Fig. 3.

Se hace crecer una capa 6 de silicio de tipo n
de & micras de grueso y de 1,5 ohmioswcm de wesistivided,
gsobre la superficie pulida y atecada quimicamente (véase
la Tig. 5) usando los métodos epitaxiales corrientemente
usados, por ejemplo, por descomposicibn térmica de BiCl4
con adicibén de impurezas de AsHa. Sobre estba capa € se
provee una capa de 4xido 18 de unas décimas de micra, por

oxidacibn térmica en oxigeno himedo (véase la Fig. 5), on
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la cual se practlcan aberturas por ataque quimico, a la
vey que se usau ros métodos conocidos de proteccidén por
foto-reserva, cuyas sberturas corresponden a lus regio-

es 4A y 17 del tipo p a ser formadas (véanse las Tigs,
1 a %). In esas aberturas se difunde boro a 1,2002C, for-
néndose las regiones 4#A y 17 (véase la Fig. 6) con una Do
Lundlaad de penetracidn de aproximadamenite 10 micras y una
resistivided de limine de 4 ohmios por cuadro. La profun—
didud de penetracibén y la concetracién superficial no son
criticas; {micamente es esencial que la difusién del Bo:o
penebre a través. de la capa 16.

Durante estas operaciones se forma uno capa de
bxido 19 (véase la Tig. 6) sobre la superficie de las ve-
giones difundidas 4A y 17; ¥ en caso de gue ese capa sea
demasiado delgada para fines de enmascaramiento, 1aAcapa
de bxido puecde ser reforzada ademls por oxidacidn Gérmi-
ca.

Tuepgo se abren ventanillas alargadas por ata-
aue quimico en la capa de Oxido, después de lo cual se q;
funde boro por dichas ventanillas a 1.,1002C durante 45 mi
nutos. Las regiones 13 de forma de tira se forman con pro
fundidades de penetracidn de % micras y con una anchura
de » micras, (vefnse lus Pigs. 1 a 4).

TLas ventanillas de contacto (véase la Pir. 1)
se obren lucgo por ataque auimico en la capa de 6iido re
sultante, despubs de lo cual se lleva a cabo una difusidn
de £ésfore a 1.1002C duwrante 15 minutos (resistivid.d de
lémina de 0,6 ohmios por cuadro) a través de dichas ven-
tanillas, pora formar lus reglones de conbacto 12 (véan-

se las Tigs. 3 y 4). Mediante una operocibm de ligero a-

372405
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tague quinico serelimina la pelicula de b:zido muy uelgada
lermate duraate dizho difusidn en logo venbanillas 6c cone-
tacto, -después de 1o cual e proveen loo capas de aluminio
(7, 9) ¥ (8, 10), cuc perienecen a los clectwouos de entin
.

da y de salida, de la manera usual, por depbsito de vapor,
cnmascaraniento y atague quimico. ¥l otro ludo de la plo-
ca se rectifica lucpo hasta gue cl prueso vobtal de la pla-
ca de silicio es de 120 micras, despubs de lo cual se suel
da la placa del modo usual por el lado rectificado o una
placa de base por intormedio de un contacto ohmico 5. Co-

mo resultaodo de esto se oblbiene la estructura de lo Tig.

ASH

. Las capas (7,9) y (3,10) se proveen ademis, del modo
usual, con conduclores de entrada, y el disposnitivo ce a-
comoda finalmente en una cnvuelia adecuada.

Es de hacer nobor cue en los figuras lis regios-
nes enmagecaradas y difundidos solamente sc han ilustrado
esquemiticamente, no habidndoze tomodo en consideracién la
difusidn latoral por debajo de la mAscara de Gx:ido.

De acuerdo con olro mévodo de fubricacidn, la

sona 6 de Tipo n puede ser provista dirvectamente por di-
fusidn en el sustrato 4 por medio de una miscara de Oxi-
do, como resultado de lo cual se obtienen rebajos 17 en
la zona 6. DLas restantes difusiones ne llevan a cabo de
lo micma mancra qgue ya se ha descritvo. La vista en corte
transversal tomada por la linea ITI-ITT de la ®ig. 1 se
ha representado en este caso en la Tig. 7. Las rejiones
de conexidn csbin formadas en este caso por partes 17 del
sustiato del cual se partid, de modo que no se nccesitva
operacidn alguna adicional de difusibén pura la Formacidn

de esas regiones. 7 Q ‘I’L 9 H
v é'm \Iu - ‘\:
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In las Figs, 8 a 12 se ilustra, en una vista en
Laula ¥y oon vistos ea corte transversal esquemiticas, to-
madas por las lineas IN-IX, X-¥, XI-XI y XIT-XTT otra rea-
lizocidn del dispositivo de acuerdo con el invento. Bste
realizacifn os bastante similar a la precedente, con la
diferencia de cue las reglones de conexibén entire los zonus
1% Ge electrodo de puerta de forme de Lire y la regidn de
sustrato (4, 4A) no estin provistas en forma de columnas
sino en forma de reglones 30 de forma de tira conbinua
(véonse laos Tigs. 7 a 11), la direccidn longitudinel de .
les cuales es esencialmente perpendiculor a la de las zo-
nes 1%. Gges reglones 50 dividen a la zona © de tipo n-en
cinco zonds parciales CA a 6B (véonse lag Figs., 7y 9), en
las cucles los electrodos de entrada y de salida (7, 9) ¥
(&, 10) hucen contacto son vodus las zonas parcioles ©A ¥y
GE a vravbs de ventanillas 11 en la capa de bxido, y zo-
nes 12 muy impurificadas.

Por lo demis, esta constiuccidn es similar a
la de la precelente, banto cn estructura conmo en dimensio-
nes, ¥y bembidn por lo uue sc roiiere al funcionwmmicnto y
al nébodo de fobricacidn. In vez de lo mlsc.na de 6xido
de la Mg. 6, puede uscrse una nmiscera considerehleuente
nis sencilla para lo febricacidn de osta esbructura, cuys
miseura comprende un cicrto nlmero de intersticios conti-
nuog en ves de ventanillas separadas para formar las zo-
neg de conec.ibn 17.

Serd evidente que ¢l invento no gueda limibodo
o los ejemplos descrilos, sino que a los expertos cn la
téenica les cabe la posibilidud de efectusr muchos veria-
cioncs sin rebassr el alcance de sste invento. Por ejem—

- 1 -

372495



10

20

22-10~

2k

Gt
-ie i\\\ .
14‘1’ . ‘,n

\\4‘.

W | m

o

tes o las de les ejemplos descritos. Por olra parte, cl dis
positivo puede ser fabricado, ademis de en la forma descri-
ta, bambién mediante otras combinaciones de operaciones de
difusién y/o procedimicnbos de crecimicnto epitoxial de u-
so corriente, en la tecnologia de los semiconduclor 2. Los
tipos de conductividad indicados en el cjemplo pueden ser
intercambiados, invirtiendo a la vez la polaridad de la‘
tensidn V, del clectrodo de puerta. Ademfs, la conexidn =
la rexidn de sustrato puede ser efectuanda mediante un con-
tacto en la superficie 2, en lugor de pox ¢l contocto 5.

La presentve solicitud, que corresponde a la pre-
sentada en Holanda, el 16 de octubre de 1.908, bajo el 2
6014765, se acope a los beneficios del articulo 51 del vi-

gente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

TIVINDICACTONES

Los puntos de invencibn propia y nueva, que se

presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten-

te de Invencién en ILspafia, por VEINTY aflos, son los oi-

gulentes

1.~ Un dispositivo semiconductor gue tiecne un
cusrpo semiconductor cubicrto, cn una primera superiicie,
al menos parcialmente con una capa aislonte, comprendien-

do dicho cuerpo al menos un transistor de efcclto de campo

59 - 15 - 3 DL O R
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que tiene una regibén de sustbrato de un primer bipo de céﬁ
duclividad aldyccente a dicha primera supcrficle y ue pev-
tencce al electrodo de puerts y provista de un conductor
de conexidn, y una primera zona superficial del iipo de
conductividad opuesto, dentro de dicha regidn de sustrato,
sovando situados al menos dos conductores en forma de- Gi-
ra, sustancialmente paralelos, en dicha primera supefficie,
cuyos conductores purbenecen a los electrodos de entrada y
de solida y estén conectados, al menos localmente, a la ci
vada primers zona superficial, estando situada una segun~
da zona superiicial, en forma de tira, de dicho primer bti-
po de conductividad, entre dichos conductores, susbtancial-
nente poralela a los mismos y gue pertienece al elecitredo
de puerta, extendiéndose los extremos de dicha sezunda 20
na superiicial mis 2ll4 de la primera zona superlicial ¥
widndose alli con la resibn de sustrabo, formando la por-
te de la primera zona superiicial que esti sitvuada entve
lo se;unda zona superficial y la regibn de sustrato, una
regibn de conal del transistor de efeclo de campo, carac-—
torizado porque la segunda zona superficial estd tambidn
conectada entre sus extremos a la regiba de sustrato, a
través de al ncnos wno zona de conexidn de dicho rimer
tipo de conductividad.

2.~ Un dispositvivo semiconductor segln lo rei-
vindicacién 1, cuaracterizado porque una o mis de las zmo-
nug de conexidn estin completomente rodeadas por la pri-
mero. zona superficial.

5.~ Un dispositvivo semiconductor seglim lus rei-
vindicaciones 1 6 2, ceracberizado porgue una o mis de

las zonos de conexidn consiglien en regiones en forma de

" 372405
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tira que se unen a dicha primera superficie, cuya dimen-
sa6n rtonpitvrdinal se extiende sustencialmente en dnculo
recto a la de la segunda zona superficial, dividicndo di-
chi g resiones en forma de bira la primera zonc superficial
del tipo de conductividad opucsio on zonas parcicles, To-
ando loo electrodos de envrada y szalida a todos lus zopas
parciales.

4e= Un dispositivo semiconductor segtn cualquie
ra de les redvindicaciones preccdentes, coractonlzzdo powe~
cue loa electrodos de cnbrada y salida forman un sistema

interdipital.,

i

o~ Un disposivivo semicondiuctor segin cualguie
ra de las reivindicaciones prccedentes, corvacterizedc por-
gue la primera zona superficial del tipo de conductivided
opuesto es una zona difundida en un sustrabto de Gicho pai-
mer tipo de conductividad y porcuc la sona do conexidn es-
4 formada por una porcidn de dicho sustiato.

6.~ Un dispositivo semiconductor segin cualquie
ra de las reivindicacioncs precedentes, caracterizado bor-
que los cibodos conductores que perbenccen a los cleetro-
dos de entrada y salida comprmenden una regidn superficial
altamente impurificada, del tipo de conductividad opuesto,
al menos en los puntos de contacto con le primera zona su
perficial.

7.~ Un disposiiivo scnlconductor.
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al y como se ha descrito en la lemoria ¢ue an-
tesede, wepireuontedo en los dibujos cue se acompaiion ¥

con log fines

-~

ue se han especilicado.

Lstia Memorin consta de dieciocho hojas egeritos

5 o mfguina por uns sola cara.

Madrid, 9 3DIC. 989
PQAI
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